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O RESUME O

Notre étude ayant été faite en utilisant principalement des cellules solaires spatiales, nous
avons profité des connaissances acquises pour étudier en détail le mécanisme de dégradation de
celles-ci sous l'effet d'irradiation électronique.

Nous avons en particulier étudié la variation linéaire de la densité du courant de court-circuit
et la tension du circuit ouvert en fonction de la dose d'irradiation électronique ¢ .

Les mesures ont montré que, la tension du circuit ouvert des cellules solaires que nous avons

étudié, varie en fonction de la dose d'irradiation électronique ¢ :
En ce qui concerne les cellules solaires GalnP sub-cell et pure Ge , nous avons trouvé que la relation
de la pente de la courbe représentant la tension en fonction de la dose d'irradiation ¢ entre les deux
zones : diffusion et recombinaison , est verifiée avec trés bonne approximation , cela veut dire que
l'une est le quadruple de l'autre . pour la cellule solaire Ge sub-cell , ce courbe montre une pente
approximativement constante , ce qui nous a amené a déduire que ce genre de cellules n'est pas
influencé beaucoup par la dose d'irradiation électronique ¢ .

Tandis que la variation linéaire de la densité du courant de court-circuit pour toutes ces
cellules diminue linéairement en fonction de la dose d'irradiation électronique ¢ .

Nous avons eu alors la possibilité de démontrer l'utilité directe de notre travail comme I'étude
du comportement des cellules dans des missions lointaines c'est-a-dire correspondant a un
fonctionnement a température constante et sous faible flux lumineux.

Pour ces cellules a base de GaAs/ GalnP / Ge ,il va falloir compléter I'étude sur GalnP sub-
cell et reprendre les vieilles études sur pure Ge et Ge sub-cell .

Notre travail ouvre donc de larges perspectives avec l'arrivée des cellules spatiales
multijonctions nécessitées par I'augmentation de la puissance des satellites .

* Maitre de conférences au Département de Physique Faculté des Sciences Université de Tichrine
Lattaquié Syrie.
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